005/013318 A2 |00 000 00 Y0 0T 00 D

(@

=
=

The invention relates to a nmethod for creating a
structure conprising a thin sem conductor materi al
| ayer on a substrate, conprising the follow ng steps:
a SR OEMSNDE INTEBNSITOSALLPIGRITREN VMERTTSRY TROZE OF CRORDRITON
substrate wher ef r omENREATHHREPH BRFVETS €CTlo be nmde in
order to create an area of errbrlttlement i nsi de the
(19)mgahi€ﬁtﬁdenﬂlaIeidelaCmetetesu e; the surface of the
0 e
o s beotalatt vi Lh W”) e By R AR B
donor substrate is detachedd=sf sai d area of
(43eDdne {i¢ 1h pahlieation imergatidesle t 0 t r ansf er (WaNumép de publicibian internationale
s U dvriar 2005100220855 uppor t P&ibst rat e WO 2005/0133E8 A2
thin layer thereon The invention is characterized in
(51) chkm&ubﬂmm@mﬁ@m&rﬁ@&ﬁt;n SHEDR | MWObég@Sat (pour tous les Etats désignés sauf US) :
(21) Numero Ezplas (}qu¥ erlcl)art]i n%f at | east twoS-@LTHETIBIGONANNBELATOR TECHNOLO-
pecies ‘i or o b ZSs | ow FIEE URHRDY Prrguigthpriagigue des  Fontaines,
|n t he structure obt ai ned after d@FﬁEﬁﬁ@ﬁFmsﬁﬁ SNSRI -
(22) Defp degeréuirprrationss: 2/oflIFAPS AP Hg Ot eg corrprl sing at |east

)
(25) LQ@& de a@Btd thermal anneal Iﬁglgalpp g aifnlente ﬁ]@epo qerlfpour seulement)  :
S SmATk \li rEsBP l[krRﬂ:R] 90, rue du Chéteau,

nimze high frequency roughn

(26) Lﬁﬁfe&{]le R84t er det achnent F-38660 La Terrasse (FR). NEYRET, Eric [FR/FR]; 2,

(30) Données relatives a la priorité : rue Lesdiguieres, F-38360 Sassenage (FR). BEN MO-
03/09304 29 juillet 2003 (29.07.2003) FR HAMED, Nadia [FR/FR]; 8, hameau du Grand Pré,
10/691,403 21 octobre 2003 (21.10.2003)  US F-38140 Renage (FR).

[Suite sur la page suivante]
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(57) Abstract: The invention relates to a method for creating a structure comprising a thin semiconductor material layer on a sub-
strate, comprising the following steps: a species is implanted underneath a surface of a donor substrate wherefrom the thin layer
is to be made in order to create an area of embrittlement inside the thickness of the donor substrate; the surface of the donor sub-
strate which underwent implantation is placed in intimate contact with a support substrate; the donor substrate is detached at said
area of embrittlement in order to transfer part of the donor substrate onto the support substrate and to form the thin layer thereon.
The invention is characterized in that the implementation step involves co-implementation of at least two different atomic species in
order to minimize low frequency roughness in the structure obtained after detachment; the method also comprises a finishing step
comprising at least one rapid thermal annealing operation in order to minimize high frequency roughness in the structure obtained
after detachment.

(57) Abrégé : 1'invention concerne un procédé de réalisation d’une structure comprenant une couche mince de matériau semi-
conducteur sur un substrat, comportant les étapes consistant a : réaliser une implantation d’espéces, sous une face d’un substrat
donneur a partir duquel la couche
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mince doit étre réalisée, de maniére a créer une zone de fragilisation dans I’épaisseur du substrat donneur ; mettre en contact intime
la face du substrat donneur ayant subi I’implantation avec un substrat support ; détacher le substrat donneur au niveau de la zone de
fragilisation, pour transférer une partie du substrat donneur sur le substrat support et former la couche mince sur celui-ci ; caractérisé
en ce que : I’étape d’implantation met en oeuvre une co-implantation d’au moins deux especes atomiques différentes de maniére
a minimiser les rugosités basses fréquences au niveau de la structure obtenue aprés détachement ; et le procédé comporte en outre
une étape de finition comprenant au moins une opération de recuit thermique rapide de maniére a2 minimiser les rugosités hautes
fréquences au niveau de la structure obtenue aprés détachement.



